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平成１７年１２月７日


東レ株式会社

最先端半導体向けＣＭＰ研磨パッドを来年１月に上市

～ ナノテクを駆使して飛躍的に性能向上、ハロゲンフリーも世界で初めて実現 ～

東レ㈱は、この度、ポリマーナノ分散技術を駆使することにより、最先端の１２インチウェハプロセスに対して世界トップレベルの性能を持ち、かつ、環境に優しいハロゲンフリーのＣＭＰ(Chemical Mechanical Polishing：化学機械研磨)研磨パッドを開発しました。新開発の研磨パッドは、従来品に対して主特性である平坦化特性に優れるとともに、ウェハ表面の研磨傷（マイクロスクラッチ）の発生を格段に低減できることから、高機能化とコストダウンが同時に求められている半導体製造プロセスにおける課題解決に大きく貢献すると確信しています。既に、大手半導体メーカーの高い評価も受け、来年１月から出荷を開始する予定です。

ＣＭＰ研磨パッドは、通常、微細な多孔構造を持つ研磨シートとクッションシートの２層構造からなります。現在、研磨シートとして塩素を含むポリウレタンに硬質のマイクロバルーンを分散させることで多孔構造を形成し、クッションシートとしては発泡体を使用した製品が普及しています。しかしながら、ここ数年、半導体ウェハの大口径化と半導体デバイスの微細化に伴い、デバイス製造の平坦化工程としてのＣＭＰプロセスに要求される性能も厳しくなってきています。１２インチウェハに対応した最先端半導体工場では、研磨パッドを単に大型化するだけでなく、デバイス微細化の著しい進展により、平坦化特性のさらなる向上、ウェハ表面の研磨傷の大幅な低減が求められていました。

これに対し東レは、マイクロバルーンを用いず、独立気泡構造を持つ新開発のウレタン系ナノ分散コンポジットポリマーを研磨シート材に、非多孔質の高耐久性エラストマーをクッションシートに用いることにより、従来品では達成できなかった優れた平坦化特性を達成しました。さらに、開発した研磨シート材が研磨傷発生の主要因と考えられるスラリー凝集の防止効果を持ち、かつ、硬いマイクロバルーンを使用しないこととの相乗効果で、研磨傷を大幅に低減できたと考えています。また、従来品は研磨シートに塩素を含んでいますが、本開発品はポリマーナノ分散技術の適用によりハロゲンフリー化を達成できましたので、今後、グリーン購入を推進する半導体各社への導入働きかけを強めてまいります。この度出荷を開始するＣＭＰ研磨パッドは、現在、新事業開発部門・電子材料事業部門にて「事業化推進プロジェクト」として強力に推進しており、情報通信材料・機器事業の将来の基幹事業候補の一つとして期待しています。

　さらに、配線の微細化や有機系、多孔質体など新規の絶縁材料の採用により、次世代ＣＭＰ研磨パッドにはより精密なプロセス対応の要求が高まっていますが、当社のナノ分散コンポジット形成技術は、研磨シートの硬度や密度を自由に制御できるため次世代対応可能なことも大きな特長です。今回の最先端プロセスでの実績を踏まえ、国内最大の半導体製造装置・材料の国際展示会であるセミコンジャパン２００５（１２月７日－９日）当社ブースにおいて、次世代対応ＣＭＰ研磨パッドの試作品を展示し、パッド硬度・密度をお客様ニーズに合わせカスタマイズすることを提案いたします。

以　上


【製品に関するお問い合わせ】
東レ㈱　電子材料事業部門 ECF推進室 　Tel：047-350-6042

【リリースに関するお問い合わせ】


東レ㈱　広報室　Tel：［東京］03-3245-5179　［大阪］06-7688-3085






